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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: КВАНТОВОРАЗМЕРНИ СИСТЕМИ В ЕЛЕКТРОНИКАТА

ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ФИЗИКА

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: МАГИСТЪР, програма Нано- И ИНФОРМАЦИОННИ технологии за оптоелектрониката

КРЕДИТИ (ECTS): 3,5
КАТЕДРА: Физика на полупроводниците
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	ІІ
	2
	30

	Семинарни упражнения



	ІІ
	1
	15

	Практически упражнения
	
	
	

	Общо часа:
	ІІ
	3
	45

	Форма на контрол:
	И
	
	


А. АНОТАЦИЯ

В курса се разглежда приложението на някои основни свойства и ефекти в квантоворазмерни електронни системи (резонансно тунелиране, висока електронна подвижност, балистичен транспорт и др.) за създаване на нови прибори с различни комбинации от проводящи среди и бариери.
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции ( или упражнения)
	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	
	ЛЕКЦИИ
	30

	1. 
	Увод. Особености на квантоворазмерните структури с приложение в микроелектрониката.
	2

	2.
	Полеви транзистори с хетеропреход. Ефект на повишена електронна подвижност на двумерен електронен газ в канала.
	4

	3.
	Транзистор със статична индукция, балистичен транзистор. Ефект на проницаема база.
	4

	4.
	Диоди и транзистори с планарни n-i-p-i структури и вертикален транспорт.
	4

	5.
	Полеви транзистори с планарни свърхрешетки и с надлъжни квантови шнурове. Поява на отрицателно диференциално съпротивление.
	4

	6.
	Диоди и транзистори с резонансно тунелиране. Транзистори с тунелна база и с повърхностно резонансно тунелиране.
	4

	7.
	Биполярни транзистори с хетеропреход и наноразмерни области на емитера и базата.
	4

	8.
	Транзистори с квантови точки. Едноелектронни транзистори.
	4

	
	СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ
	15

	1.
	Полеви транзистор с двумерен електронен газ
	3

	2.
	Транзистор с проницаема база
	3

	3.
	Транзистор с планарна свърхрешетка
	3

	4.
	Транзистор с резонансно тунелиране
	3

	5.
	Едноелектронен транзистор
	3

	
	
	

	
	Общо:
	45


В. Формата на контрол е: ИЗПИТ. Семинарните занятия са задължителни.

Г. Основна литература:

1. С. Зи. Физика полупроводниковых приборов – в 2-х книгах. Превод от англ. М., МИР 1984

2. П. Шур. Физика полупроводниковых приборов – в 2-х книгах. Превод от англ. М., МИР 1992
3. Springer Series in Solid State Science, v. 97 (1990), Part I.
Д.  Допълнителна литература:
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